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(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES HALBLEITERBAUELEMENTS SOWIE HALBLEITERBAU-
ELEMENT, INSBESONDERE MEMBRANSENSOR

(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a semiconductor component comprising a semiconductor carrier (1).

In order to form self-supporting structures (3) for a component, a flat porous membrane layer (3) and a cavity (2) beneath the porous

membrane layer are produced. The aim of the invention is to avoid damaging the membrane during the production or in the event
@ of regular use. This aim can be achieved in various ways. In a first embodiment, the semiconductor carrier (1) receives a different
€@\ doping in the membrane region compared to the cavity, enabling different pore sizes and/or porosities to be produced, which can be
\O used for improved etching gas transport during the production of the cavity. The aim of the invention can also be achieved, however,

by producing mesopores in the membrane region and nanopores in the later cavity region, as auxiliary structures. The invention also
Z_ relates to a semiconductor component which is based on one or a plurality of said methods.

A3 I 01 00

& (57) Zusammenfassung: s wird ein Verfahren zur Herstellung eines Halbleiterbauelements mit einem Halbleitertrager (1) vorge-

€& schlagen, bei welchem fur die Ausbildung von frei tragenden Strukturen (3) fur ein Bauelementeine flichige pordse Membranschicht

O (3) und eine Kavitit (2) unter der pordsen Membranschicht (3) erzeugt wird. Die Erfindung hat die Aufgabe, eine Membranbeschi-
digung bei der Herstellung oder bei regelmissig auftrenden Anwendungsfillen zu vermeiden. Diese Aufgabe

a [Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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kann durch unterschiedliche Vorgehensweisen gelost werden. Bei einer ersten Losung erhilt der Halbleitertréiger (1) im Membran-
bereich im Vergleich zur Kavitit eine unterschiedliche Dotierung, womit sich unterschiedliche Porengréssen und/oder Porositédten
herstellen lassen, was bei der Kavititserzeugung fur einen verbesserten Atzgastransport genutzt werden kann. Die Aufgabe kann
jedoch auch dadurch geldst werden, dass im Membranbereich Mesoporen und im spiteren Kavitdtsbereich Nanporen als Hilfsstruk-
tur erzeugt werden. Im Weiteren wird unter anderem ein Halbleiterbauelement vorgeschlagen, das auf einem oder mehreren dieser
Verfahren basiert.
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Feld! Bemerkungen zu den Ansprilchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

GemaB Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Grinden fiir bestimmte Anspriiche kein Recherchenbericht erstelit:

1. D Anspriche Nr. )
weil sie sich auf Gegenstande beziehen, zu deren Recherche die Behdrde nicht verpflichtet ist, namlich

2. D Anspriiche Nr.
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vargeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen,

daB eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgefiihrt werden kann, namlich

3. D Anspriche Nr.
weil es sich dabei um abhangige Anspriiche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgetaBt sind.

Feld Il  Bemerkungen bei mangeinder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Biatt 1)

Die internationale Recherchenbehdrde hat festgestelit, daB diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthalt:

siehe Zusatzblatt

iy

. D Da der Anmelder alle erforderlichen zusatziichen Recherchengebiihren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Anspriiche.

N

: D Da fiir alle recherchietbaren Anspriiche die Recherche ahne einen Arbeitsaufwand durchgefihit werden konnte, der eine
zusatzliche Recherchengebiihr gerechtiertigt hatte, hat die Behbrde nicht zur Zahiung einer solchen Gebihr aufgefordert.

w

. D Da der Anmelder nur einige der erforderlichen 2usatzlichen Recherchengebihren rechizeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht nur auf die Anspriiche, fiir die Gebihren entrichtet worden sind, namiich auf die
Anspriiche Nr.

4. Ba Der Anmelder hat die erforderfichen zusatzlichen Recherchengebiihren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recher-
chenbericht beschrankt sich daher aut die in den Ansprichen zuerst erwdhnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprichen er-

faft

1-5,10-16,20,21

Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs D Die zusatzlichen GebUhren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahit,

D Die Zahlung zusatzlicher Recherchengebihren erfalgte chne Widerspruch.
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WEITERE ANGABEN PCTAISA/ 210

Die internationale Recherchenbehorde hat festgestellt, dass diese
internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthdlt,
namlich:

1. Anspriiche: 1-5,10-16,20,21

Verfahren zur Herstellung eines Membransensors von einem
Halbleitertrdger, eine porose Membranschicht und eine
Kavitdt unter der pordsen Membranschicht enthaltend, wobei
der Halbleitertrdger im Bereich der pordsen Membranschicht
eine zum Bereich der spateren Kavitdt unterschiedliche
Dotierung erhalt, und Membransensor, eine Membranschicht
enthaltend, deren Grad der Porositdt in leteraler und/oder
vertikaler Richtung gezielt unterschiedlich ist.

2. Anspriiche: 6-9

Verfahren zur Herstellung eines Membransensors von einem
Halbleitertrdger, eine pordse Membranschicht und eine
Kavitdt unter der pordsen Membranschicht enthaltend, wo die
Kavitat durch Elektropolitur unter dem Membranbereich
ausgebildet wird.

3. Anspriiche: 17-19

Membransensor, eine porose Membranschicht und eine Kavitat
unter der porosen Membranschicht enthaltend, wobei innerhalb
der porosen Membranschicht ein Bereich oder mehrere Bereiche
aus nicht porodsiziertem Halbleitermaterial angeordnet ist
bzw. sind, dessen bzw. deren Dicke groBer ist als die Dicke
der pordsen Membranschicht
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